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Introducao

Novos materiais obtidos pelo processo sol-gel
apresentam caracteristicas importantes como: facil
preparacdo, elevado grau de dispersdo e
homogeneidade de particulas, elevada resisténcia
mecanica e quimica, e carater acido de Brgnsted e
de Lewis. Estes materiais podem ser empregados
no desenvolvimento de eletrodos quimicamente
modificados (EQMs), como materiais adsorventes
de ions e corantes em solucdo, etc. O objetivo deste
trabalho é o estudo da preparacdo e caracterizacédo
do material SiO,/Nb,Os/C-Grafite com duas
concentracdes diferentes.

Resultados e Discussao

Os resultados da técnica por EDFRX sao

apresentados na tabela 1.
Tabela 1: Porcentagem em massa dos 6xidos.
Si02 NbZOS

51,24 21,52
61,54 21,77

Grafite
27,24
16,68

SINDC_A
SINbC_B

O material SINbC_B apresentou a maior area
superficial especifica, o maior volume de poros e o
maior didmetro médio de poros em relagdo ao
material SINbC_A. Esse fato se deve ao material
SiINbC_A possuir uma maior concentracdo em
massa de grafite, e como o grafite possui baixa area
especifica superficial, isso se traduz no material
SiNbC_A, fazendo com que o material obtenha os
menores valores.

Tabela 2: Area superficial especifica, volume de poros e didmetro médio de poros.

Avrea especifica | Volume de poro | Diémetro médio de poro
m*g™ (em*g™) @A)
Material A 206 0,0204 15,0
Material B 261 0,0259 15,8

Os espectros de IV indicam que a rede de SiO, é
pouco perturbada pela adicdo do Nb,Os, sugerindo
que este 6xido esta disperso na rede de SiO,, como
foi observado na andlise de EDS.

A Figura 1 exibe os difratogramas de raios-X da
amostra SINbC_A calcinada em temperaturas
diferentes. Em baixas temperaturas observa-se a
fase cristalina do grafite em 26=26°, e em altas
temperaturas como ocorre a perda de grafite,
nenhuma fase cristalina do grafite é observada,
como pode ser observado pela analise de TGA.
Acima de 1000°C o Nb,Os comeca a apresentar
fases cristalograficas em ambos os materiais.
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Figura 1: DRX da amostra SiNbC_A calcinada em temperaturas
diferentes.
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Figura 3: TGA da amostra (

Pela analise témica foi possivel observar que até
150°C h& uma perda de massa tipica da dessor¢ao
de agua muito comum em materiais de silica. A
partir de 200°C comeca a desidroxilacdo, ou seja, a
conversdo do grupo silanol em siloxano e a partir de
650°C observa-se uma perda de massa mais
intensa  no material SINbC_A devido a
decomposicao da fase orgéanica, uma vez que este
possui um maior teor de grafite em sua composigéo.

Conclusodes

O método de sintese proposto para os materiais
SiNbC é reprodutivel. Os resultados de MEV e EDS
mostram que 0s materiais sdo homogéneos com
alta disperséo do Nb,Os na rede. Os materiais
podem ser aplicados no desenvolvimento de novos
EQMs.
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